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Internptionak Standard IEC 60747-16-4 has been prepared by subcommittee 47E: Di
semicpnductor devices, of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -

Part 16-4: Microwave integrated circuits —
Switches

FOREWORD

International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization~con|
national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC i§ \to (

agreement between the two organizations.

Thel formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, a$ nearly as possible, an inter
conpensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation f
intefested IEC National Committees.

IEC| Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC N
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made{to ensure that the technical content
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible fer the way in which they are used or
mis|nterpretation by any end user.

In grder to promote international uniformity, IEC National' Committees undertake to apply IEC Publ
transparently to the maximum extent possible in their*national and regional publications. Any divé
betyveen any IEC Publication and the corresponding/mational or regional publication shall be clearly indi
the [atter.

IEC| provides no marking procedure to indigate its approval and cannot be rendered responsible
equjpment declared to be in conformity with_ anTEC Publication.

Al

isers should ensure that they have the Jatest edition of this publication.

No Jiability shall attach to IEC or its-djrectors, employees, servants or agents including individual exp¢g
merbers of its technical committees-and IEC National Committees for any personal injury, property dan
oth¢r damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fed
expgenses arising out of the ‘publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any oth
Pulblications.

prising
romote
Ids. To
ations,

nical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter feferred to as “IEC

erested
d non-
closely
ned by
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rom all

ational
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or any

cations
rgence
ated in

or any

rts and
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er IEC

Attgntion is drawn to the_Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is

indigpensable for the eorrect application of this publication.

Attgntion is drawnito the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the su
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

bject of

screte

This bilingual version, published in 2011-07, corresponds to the English version.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
47E/256/FDIS 47E/261/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

The French version of this standard has not been voted upon.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch” in
the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

» replaced by a revised edition, or
*+ amended.
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SEMICONDUCTOR DEVICES -

Part 16-4: Microwave integrated circuits —
Switches

1 Scope

This part of IEC 60747 provides new measuring methods, terminology and letter symbols, as

well a

There
throw

doubl¢ throw), etc. Switches in this standard are based on SPDT. However; . this stand

applic]

2 N

The following referenced documents are indispensable for thé-application of this docy

For da
of the

IEC 6
IEC 6

IEC 6
Part 1
Amen

IEC 6
IEC 6

IEC 6
circuit

IEC 6
circuit

3 T

il ratia o o= | baor taoriat: for totaoneraota Al HEP-NEE S PP S PP W wbak
CoSTTTar ratmy S armu UITaracteTToS oS TOT Moy atC U oo Ut oUW ave STWItUTTC S

able to the other types of switches.

prmative references

ted references, only the edition cited applies. For undated references, the latest ¢
referenced document (including any amendments) applies.

D617-12, Graphical symbols for diagrams — Part )12: Binary logic elements
D617-13, Graphical symbols for diagrams —Rart 13: Analogue elements

D747-1(1983), Semiconductor devices'~ Discrete devices and integrated circ
- General
dment 3 (1996)

)747-4, Semiconductor devices-* Discrete devices — Part 4: Microwave devices
D748-2, Semiconductor devices — Integrated circuits — Part 2: Digital integrated cir

D748-3, Semiconductor devices — Integrated circuits — Part 3: Analogue inte
S

D748-4, Semiconductor devices — Integrated circuits — Part 4: Interface inte
S

brmS and definitions

are many combinations for RF ports in switches, such as SPST (single 'pole [single
, SPDT (single pole double throw), SP3T (single pole triple throw), DPD{I* (doublg pole

ard is

ment.
dition

its —

CUits

jrated

jrated

For th

e purposes of this document, the following terms and definitions apply.

Terms related to electrical characteristics

3.1

insertion loss

L.

ins
ratio of the output power at the switched on port to the input power in the linear region of the

power

transfer curve Py (dBm) = f(P))

NOTE 1 In this region, AP, (dBm) = AP; (dBm).

NOTE 2 Usually the insertion loss is expressed in decibels.
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3.2

isolation

Lis-o . . . . .

ratio of the output power at the switched off port to the input power in the linear region of the
power transfer curve Py (dBm) = f(P;)

NOTE 1 In this region, AP, (dBm) = AP; (dBm).

NOTE 2 Usually the isolation is expressed in decibels.

3.3
return loss

L
ret
ratio ¢f the incident power Pj,c at the specified port to the reflecied power P.of af the]same

port irl the linear region of the power transfer curve Pgf (dBm) = f(Pinc)

NOTE In this region, AP (dBm) = AP;,. (dBm).

NOTE 2 Usually the return loss is expressed in decibels.

3.4
input power at 1 dB compression

Pi(1 qB)
input power where the insertion loss increases by 1 dB compared with insertion loss in|linear
region

3.5
output power at 1 dB compression
Popdf) . . - e
output power where the insertion loss increases by~1. dB compared with insertion loss in|linear
regior

3.6
turn gn time
ton
interval between the lower reference_point on the leading edge of the control voltage and the
upper|reference point on the leading edge of the envelope of the output voltage in the linear
region|of the power transfer curve 24 (dBm) = f(P;)

NOTE |[In this region, AP, (dBm) = AP; (dBm).

3.7
turn gff time
Loff
interval between{the upper reference point on the trailing edge of the control voltage and the
lower [reference’ point on the trailing edge of the envelope of the output voltage in the| linear
region|of the power transfer curve Pq (dBm) = f(Pj)

NOTE Linhis region, AP, (dBm) = AP, (dBm)

3.8

rise time

tr(out)

interval between the lower reference point on the leading edge of the output voltage and the
upper reference point on the leading edge of the envelope of the output voltage in the linear
region of the power transfer curve Pq (dBm) = f(Pj)

NOTE In this region, AP, (dBm) = AP; (dBm).
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3.9

fall time

f(out)

interval between the upper reference point on the trailing edge of the output voltage and the
lower reference point on the trailing edge of the envelope of the output voltage in the linear
region of the power transfer curve Pq (dBm) = f(Pj)

NOTE In this region, AP, (dBm) = AP; (dBm).

3.10

adjacent channel power ratio
Po(mod\/Pm‘j

ratio @f the total power in the specified carrier signal frequency band to total output polfver in
the specified frequency band away from the specified carrier signal frequency, at the spécified
output power when the modulation signal is supplied

3.1
n-th drder harmonic distortion ratio
Pren/Hy
See 3}14 of IEC 60747-16-1(2001).

4 Epsential ratings and characteristics

This dlause gives ratings and characteristics required for specifying integrated circuit micro-
wave pwitches.

4.1 |[Circuit identification and types
4.1.1 Designation and types

Identification of type (device name), category of circuit and technology applied should be
given|Microwave switches comprise one category.

4.1.2 General function description

A genferal description of the function performed by the integrated circuit microwave swjitches
and tHe features for the application should be made.

4.1.3 Manufacturing technology

The rmanufacturing technology, e.g. semiconductor monolithic integrated circuit, thip film
integrated cireuit, micro-assembly, etc. should be stated. This statement should include
detail$ of thersemiconductor technologies such as Schottky-barrier diode, PIN diode, MBSFET,
Si bipplar transistor, etc.

IEC 60747-4 should be referred to for terminology and letter symbols, essential ratings and
characteristics and measuring methods of such microwave devices.

4.1.4 Package identification
The following statements should be made:

a) chip or packaged form;

b) IEC and/or national reference number of the outline drawing, of drawing of non-standard
package including terminal numbering;

c) principal package material, for example, metal, ceramic, plastic.
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4.1.5 Main application

The main application should be stated. If the device has restrictive applications, these should
be stated here.

4.2 Application description

Information on application of the integrated circuit and its relation to the associated devices
should be given.

4.2.1 Conformance to system and/or interface information

It should be stated whether the integrated circuit conforms to an application system and/or an
interfdce standard or a recommendation.

Detailpd information concerning application systems, equipment and circuits ,such as |VSAT
systems, DBS receivers, microwave landing systems, etc. should also be given.

4.2.2 Overall block diagram

A blodk diagram of the applied systems should be given if necessary-

4.2.3 Reference data

The most important properties that permit comparison. between derivative types shodld be
given.

4.2.4 Electrical compatibility

It should be stated whether the integrated cireuit is electrically compatible with other particular
integrated circuits, or families of integrated:circuits, or whether special interfaces are refuired.

Detailp should be given concerning.the type of input and output circuits, e.g. input/putput
impedances, d.c. block, open-drain, etc. Interchangeability with other devices, if any, gshould
also be given.

4.2.5 Associated devices
If applicable, the following should be stated:

— dejvices necessary for correct operation (list with type number, name and function);

— peripheraldevices with direct interfacing (list with type number, name and function).

4.3 |Specification of the function

4.3.1 Detailed block diagram — Functional blocks

A detail block diagram or equivalent circuit information of the integrated circuit microwave
switches should be given. The block diagram should be composed of the following:

V)

functional blocks;

[}

mutual interconnections among the functional blocks;

o O

)

)

) individual functional units within the functional blocks;

) mutual interconnections among the individual functional blocks;
)

D

function of each external connection;

—h

) inter-dependence between the separate functional blocks.
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The block diagram should identify the function of each external connection and, where no
ambiguity can arise, also show the terminal symbols and/or numbers. If the encapsulation has
metallic parts, any connection to them from external terminals should be indicated. The
connections with any associated external electrical elements should be stated, where

neces

sary.

As additional information, the complete electrical circuit diagram can be reproduced, but not
necessarily with indications of the values of the circuit components. The graphical symbol for
the function shall be given. Rules governing such diagrams may be obtained from IEC 60617-12
or [IEC 60617-13.

4.3.2

All te
termin

The tq

rdemtificati - G - rats

rminal functions 1) to 4) should be indicated in a table as follows:

minals should be identified on the block diagram (supply terminals, input~er putput
als, input/output terminals).

Function of terminal

Tbmber T:;::LT;I JlsTiZT;l?f.: 2) Function | 3) jgputioutput | 4) Type of fnput/
identification output circuits
1) Tgrminal designation

A

terminal designation to indicate the function of the terminal should be given. $upply

teqminals, ground terminals, blank terminals {with abbreviation NC), non-usable terminals

(W]

A

th abbreviation NU) should be distinguished.
2) Function
prief indication of the terminal functjon should be given:

each function of multi-role terminals, i.e. terminals having multiple functions;

Input/output identification

Example:

each function of integrated._circuit selected by mutual pin connections, programming
and/or application of function selection data to the function selection pin, such as
mode selection pin.

d.

—

d.c.

Bias supply voltage(s) Control supply voltage(s)

Input(s) —— Integrated —— NC
circuit
microwave
NU — switch —— Output(s)

Ground
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Function description

The function performed by the circuit should be specified, including the following information:

4.3.

In thi
IEC 6

If rati
relevgnt part of IEC 60748 should be used (e.g. for microprocessors, see IEC 60
Chapt

NOTE

4.4

The t3

basic function;

rel

op
int

4

ation to external terminals;
eration mode (e.g., set-up method, preference, etc.);
errupt handling.

Family related characteristics

An
If

influence on the values of the ratings, the ratings shall be prescribed for the inte

cin
If

durations shall be specified.

W
be)

Al

5 part, all the family specific functional descriptions shall be stated (referr
D748-2, IEC 60748-3 and IEC 60748-4).

ngs and characteristics, as well as function characteristics exist for the " famil

er 111, Section Three).

For each new device family, specific items should be added the relevant part.of IEC 60748.

Limiting values (absolute maximum rating system)

ble for these values should contain the following:
y interdependence of limiting conditions shall be specified.
externally connected and/or attached eleménts, for example heatsinks, ha

cuit with the elements connected and/or attaehed.

imiting values are exceeded for transient overload, the permissible excess ang

nere minimum and maximum values”differ during programming of the device, this s
stated.

voltages are referenced to.a.specified reference terminal (7, ground, etc.).

In
m

THe ratings given-shall cover the operation of the multi-function integrated circuit oV
specified rangewof-operating temperatures. Where such ratings are temperature-depe
th¢se dependence should be indicated.

4.41

Limitingwalues should be specified as follows:

satisfying the following- clauses, if maximum and/or minimum values are quote

Electrical limiting values

ed to

y, the
r48-2,

e an
jrated

their

hould

d, the

nufacturer shall indicate whether he refers to the absolute magnitude or fo the
algebraic value of the.quantity.

er the
ndent,

Subclause Parameters Min. Max.
4411 Bias supply voltage(s) (where appropriate) +
4.41.2 Bias supply current(s) (where appropriate) +
4.41.3 Control supply voltage(s) (where appropriate) +
4414 Control supply current(s) (where appropriate) +
4415 Terminal voltage(s) (where appropriate) + +
4.41.6 Terminal current(s) (where appropriate) +
4.41.7 Input power +
4.4.1.8 Power dissipation +

NOTE It is necessary to select either 4.4.1.1 or 4.4.1.2, either 4.4.1.3 or 4.4.1.4, and either

4.4.1.50r4.4.1.6.
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The detail specification may indicate those values within the table including notes 1 and 2.

Parameters (Note 1, Note 2) Symbols Min. Max. Unit

NOTE 1 Where appropriate, in accordance with the type of circuit considered.
NOTE 2 For power supply voltage range:

— limiting value(s) of the continuous voltage(s) at the supply terminal(s) with respect to a special electrical
reference point;

— where appropriate, limiting value between specified supply terminals;

— when more than one voltage supply is required, a statement should be made as to whether the sequence in
whidf These supplies are applied 1s signiicant. If so, the sequence should be stated,

— whep more than one supply is needed, it may be necessary to state the combinations of ratings for.thesg supply
voltgges and currents.

4.4.2 Temperatures

a)| Operating temperature

b)| Ambient or case temperature

c)| Storage temperature

d)| Channel temperature

e)| Lead temperature (for soldering).

The dgetail specification may indicate those values within the table including the note.

Parameters (Note) Symbols Min. Max. Uhit

NOTE |Where appropriate, in accordance with the-type of circuit considered.

4.5 |Operating conditions (within'the specified operating temperature range)

They g@re not to be inspected{but may be used for quality assessment purposes.

4.51 Power supplies:= Positive and/or negative values
4.5.2 Initialization-sequences (where appropriate)

If sperial initialization sequences are necessary, power supply sequencing and initialization
procegure sheuld be specified.

4.5.3 Input voltage(s) (where appropriate)

4.5.4 Output current(s) (where appropriate)
4.5.5 Voltage and/or current of other terminal(s)
4.5.6 External elements (where appropriate)
4.5.7 Operating temperature range

4.6 Electrical characteristics

The characteristics shall apply over the full operating temperature range, unless otherwise
specified. Each characteristic of 4.6.1 and 4.6.2 should be stated either

a) over the specified range of operating temperatures, or
b) at a temperature of 25 °C, and at maximum and minimum operating temperatures.


https://iecnorm.com/api/?name=85ef8ef329dc239688c443080972e13e

-12 - 60747-16-4 © IEC:2004

The parameters should be specified corresponding to the type as follows:

Subclause Parameters Min. | Typical® Max.
4.6.1 Bias supply operating current + +
4.6.2 Control supply operating current + +
4.6.3 Insertion loss + +
4.6.4 Isolation (where appropriate) + +
4.6.5 Return loss + +
4.6.6° Input power at 1 dB compression point (where appropriate) + +
4.6.7 Ouipui-poweratt-dB-comprossionpoini-{where-approprate) + +
4.6.8 Turn-on time + +
4.6.9 Turn-off time b +
4.6.10 Rise time (where appropriate) + +
4.6.11 Fall time (where appropriate) + +
4.6.12 Adjacent channel power ratio (where appropriate) + +
4.6.13 n-th order harmonic distortion ratio (where appropriate) + +
@ Optipnal.

b tis necessary to select either 4.6.6 or 4.6.7.

The dgtail specification may indicate those values within.the table.

Characteristics Symbols |Conditions Min. Typical® Max. Units

@ Optignal.

4.7 Mechanical and environmental-ratings, characteristics and data

Any gpecific mechanical and environmental ratings applicable should be stated (se¢ also
IEC 60747-1, Chapter VI, Clause™7).

4.8 |Additional information

Wherg¢ appropriate, the following information should be given:

4.8.1 Equiyalent input and output circuit

Detail| information should be given regarding the type of input and output circuity, e.g.
input/putput impedances, d.c. block, open-drain, etc.

4.8.2 Internal protection

A statement shall be given to indicate whether the integrated circuit contains internal
protection against high static voltages or electrical fields.

4.8.3 Capacitors at terminals

If capacitors for the input/output d.c. block are needed, these capacitances should be stated.

4.8.4 Thermal resistance
4.8.5 Interconnections to other types of circuit

Where appropriate, details of the interconnections to other circuits should be given.
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4.8.6

Effects of externally connected component(s)

Curves or data indicating the effect of externally connected component(s) that influence the
characteristics may be given.

4.8.7

Recommendations for any associated device(s)

For example, decoupling of power supply to a high-frequency device should be stated.

4.8.8

Handling precautions

Where_apprapriate handling precautions specific to the circuit should be stated (se

also

IEC 6

4.8.9
4.8.10
4.8.11

D747-1, Chapter IX: electrostatic-sensitive devices).

Application data
Other application information

Date of issue of the data sheet

5 Measuring methods

5.1

This ¢
micro

5.1.1

The g

General

lause prescribes measuring methods for electirical characteristics of integrated
vave switches used at microwave frequency bands.

General precautions

bneral precautions listed in Clause 2« af IEC 60747-1, Chapter VII, Section One ap

addition, special care should be taken’to use low-ripple d.c. supplies and to deg

adequ
the in
expre

5.1.2

ately all bias supply voltages at-the frequency of measurement. Although the I¢
but and/or output signal can be-specified in either power or voltage, in this standa
Esed in power, unless othepwise specified.

Characteristic impedances

The ipput and output (characteristic impedances of the measurement system, shown

circuit

5.1.3

When

in this standard,/are 50 Q. If they are not 50 Q, they should be specified.

Handling precautions

handling electrostatic-sensitive devices, the handling precautions given in Claus

IEC 6

circuit

ply. In
ouple
vel of
ditis

in the

e 1 of

D747-1, Chapter IX, shall be observed.

5.1.4

Types

The devices in this standard are both packaged and chip types, measured using suitable test
fixtures.
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Insertion loss (L;,s)

Purpose

To measure the insertion loss under specified conditions.

5.2.2

NOTE
output

NOTE }

5.2.3

Insert
of the

In the

Circuit diagram

Signal Variable  Device being

attenuator d S
G ) A a 3 |p Spectrum
S dm éra >< dB >< >< dB [ analyser
| B E Attenuator
Termination Terml-
nation
Frequency Power Termi- Power
meter meter 1 nation meter 2
A A
Bias Control
supply supgly)
IEC 1018/04

Connect the point C to the input port, the point D to.ene of the output ports, and the point G to the other
bort of the device being measured.
The control bias is supplied to become ON between the point C and D.
Figure 1 — Circuit diagram for the'measurement of the insertion loss L,
Principle of measurement
on loss L, is derived from;the input power P; in dBm and the output power P, i dBm
device being measured as follows:
Lins = Pl - Po (1)
circuit diagram:shown in Figure 1, P, and P, are derived from the following equatigns:
R=P-L, @
F=P+1L, (3)

where

P, is the value indicated by the power meter 1;

P, is the value indicated by the power meter 2;

Lyist
Lyist
P;, P,

he power at the point B in dBm, less the power at the point C in dBm;
he power at the point D in dBm, less the power at the point E in dBm.
P4, and P, are expressed in dBm. L;,s, L1 and L, are expressed in dB.
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Circuit description and requirements

The purpose of the isolator is to enable the power level to the device being measured to be
kept constant, irrespective of impedance mismatched at its input. The value of L, and L,
should be measured beforehand.

5.2.5

Precautions to be observed

Harmonics or spurious responses from the signal generator should be reduced so as to be
negligible. Insertion loss L;,s shall be measured without the influence at the input and output

ports.

5.2.6
The fr]

The b
An ad

By va
of the

The v
The v
The in

5.2.7

- An

— Bias conditions

- Fr

Measurement procedure

equency of the signal generator shall be set to the specified value.
as conditions shall be applied as specified.
equate input power shall be applied to the device being measured.

ying the input power, confirm that a change of output power in dBm is the same §
input power.

hlue P4 is measured at the power meter 1.
nlue P, is measured at the power meter 2.
sertion loss is calculated from Equations\(3) and (1).

Specified conditions

nbient or reference-point temperature

bquency.

s that
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5.3 Isolation (L;g,)
5.3.1 Purpose

To measure the isolation between the input and output ports under specified conditions.
5.3.2 Circuit diagram

i Variable  Device being —
Signal
. attenuator measured G

generator Isolator

s+—t= ,7-:8 - = 0/¢ 5 = —f-Spectram
27| [ X <

o >< analyser
. B E Attenuator
Termi-
Termination nation
Frequency Power Termi-  poyer
meter meter 1 nation meter 2

IEC 1019/04

NOTE Connect the point C to the input port, the point D to‘one of the output ports, and the point G to tHe other
output port of the device being measured.

NOTE 2 The control bias is supplied to become ON between the point C and G.

Figure 2 — Circuit diagram forithe measurement of the isolation L, ,

The fgllowing description is for the_ measurement of the isolation between points C ang D in
Figurg 2. The isolation between paints D and G is also able to be measured in the same|way.

5.3.3 Principle of measurement

Isolatijon L is derivedffom the input power P; in dBm and the output power P, in dBm|of the
device being measured as follows:

Liso = Pi - P, 4
In the[circuit-diagram shown in Figure 2, P; and P, are derived from the following equatidns:
PO - PZ T L2 ( ‘)

where

P, is the value indicated by the power meter 1;

P, is the value indicated by the power meter 2;

L4 is the power at the point B in dBm, less the power at the point C in dBm;
L, is the power at the point D in dBm, less the power at the point E in dBm.

P, P,, Pjand P, are expressed in dBm. L, L4, and L, are expressed in dB.

5.34 Circuit description and requirements

See the circuit description and requirements described in 5.2.4.
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Precautions to be observed

Harmonics or spurious responses of the signal generator should be reduced to be negligible.

Isolati

5.3.6

on L.., shall be measured without the influence at the input and output ports.

1ISO

Measurement procedure

The frequency of the signal generator shall be set to the specified value.

The bi

as conditions shall be applied to the device being measured.

An ad

By va
that o

The v
The v
The ig

5.3.7

- An

EqUate mput power shattbe apptied to the device being measured:

rying the input power, confirm the change of the output power in dBm is the sa
the input power.

nlue P, is measured at the power meter 1.
hlue P, is measured at the power meter 2.
olation is calculated from Equations (6) and (4).

Specified conditions

nbient or reference-point temperature

— Bias conditions

- Fr

bquency.

ne as
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Return loss (L)

Purpose

To measure the return loss under specified conditions.

5.4.

2

NOTE
NOTE 2 The control bias is supplied to become ON or OFF. forsthe port to be measured.

5.4.

3

Circuit diagram

Signal Variable
ger:g::tor Isolat attenuator
solator 2
St _ﬁ‘ Z A € TDevice beimg T efmination
2] L&l X X messured
. B D
Terminati Termi- Termi-
ermination nation nation
Frequency Power Power
meter meter 1 meter 2
A/;@%A T
Bias Control
supply supply

IEC 1020/04

Connect point C to the port to be measured and terminate the other ports of the device being mea

Figure 3 — Circuit for the measurements of the return loss

Principle of measurement

The return loss L, (dB) is derived from the following equation:

sured.

(7)

owing

(8)

ted or

Lret= |P1 _P2|
In thg circuit diagram shown in Figure 3, the input power is derived from the fol
equation:
P=P,-L4
where
P, is [the value’indicated by the power meter 2 when the point C is either short-circui
made Opgen-circuit;
P, isThe value indicated by the power meter 2 when the device being measured is inserted;
P; is the input power at the point C;
P, is the value indicated by the power meter 1;
L, is the power at the point B, less the power at the point C.
P4, Py, Pyand P, are expressed in dBm, L., and L, are expressed in dB.
5.4.4 Circuit description and requirements

The purpose of the isolator is to enable the power level to the device being measured to be
kept constant irrespective of impedance mismatches at its input. The value of L should be
measured beforehand.
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5.4.5

Precautions to be observed

See the precautions to be observed of 5.2.5.

5.4.6

Measurement procedure

The point C is either short-circuited or made open-circuit.

The frequency of the signal generator shall be set to the specified value.

An adequate input power shall be applied to the device being measured.

By va
that o

The p
The s
The b
The p
The rg

5.4.7

- An

rying the input power, confirm the change of the output power in dBm is the sa
the input power.

bwer P, is measured by the power meter 2.

pecified port of the device being measured is connected with the/point C.
as under specified condition is supplied.

bwer P, is measured by the power meter 2.

turn loss L, is calculated from Equation (7).

Specified conditions

nbient or reference-point temperature

— Bias conditions

- Fr
- Pg

Bquency
rt being measured.

ne as
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5.5 Input power at 1 dB compression (Pi“dB)) and output power at 1 dB compression
(Po(1aB))

5.5.1 Purpose

To measure the input power and the output power at 1 dB compression under specified
conditions.

5.5.2 Circuit diagram

See the circuit diagram described in 5.2.2.

5.5.3 Principle of measurement
See the principle of measurement of 5.2.3. The input power at 1 dB compression.#;14gy and

the odtput power at 1 dB compression P, 1dB) are the powers where the ratio of‘output power
to inpuit power increases by 1dB compared with L.

5.5.4 Circuit description and requirements

See the circuit description and requirements described in 5.2.4.

5.5.5 Precaution to be observed

See the precaution to be observed described in 5.2.5.

5.5.6 Measurement procedure

The frequency of the signal generator shall be set'to the specified value.
The blas conditions shall be applied to thedevice, as specified.

An adpquate input power shall be applied to the device being measured.

By vafying the input power, confirm-that a change of output power in dB is the same as {hat of
input power.

The Values of P, and P, are measured at the power meter 1 and the power meter 2,
respegtively.

The insertion loss, &4, is calculated from Equations (1), (2) and (3).

The input power'is increased up to the ratio of the output power to the input power increases
by 1dB, compared with ;.

The ppwer level P, and P, are measured.

The input power at 1 dB compression P;(44g) is calculated from Equation (2).

The output power at 1 dB compression Po(1dB) is calculated from Equation (3).

5.5.7 Specified conditions

— Ambient or reference-point temperature
— Bias conditions
— Frequency.
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5.6  Turn-on time (¢,,), turn-off time (7,¢), rise time (7 y)), and fall time (7o)
5.6.1 Purpose

To measure the turn-on time, the turn-off time, the rise time, and the fall time under specified
conditions.

5.6.2 Circuit diagram

Signal Variable
attenuator Termination
generator |solator - IS Attenuator
Gt | [—> //dB A C [ Device being| D 4B F | Oscilloscope
27 ér >< >< measured ><
|
) B H E
o Termi-
Termination nation
Frequency Power Power
meter meter 1 meter 2
A) \A
Bias Control/'supply
supply (Pulse generator)

IEC 1021/04
NOTE Connect point C to the input port, point D to one of the output ports, and point G to the other output port

of the device being measured.

NOTE 2 The control bias is supplied by the pulse generator to become ON and OFF between points C and |D.

Figure 4 — Circuit for the measurements of switching times

5.6.3 Principle of measurement

Turn-on time 7., turn-off time z¢ rise time 7, (,) and fall time 7 ,,1) are illustrated in Figgre 5.

Wppen
Control reference point
0
voltage 50 %
Lower
reference point
- tout)
Upper
RE nutnit reference point ---1- - At il -F----
N Lower
VOItage reference point “"‘A 11 THTAATHATAATIIANTAR A -
\' V V
IEC 1022/04

Figure 5 — Input and output waveforms

Turn-on time ¢, is derived from the interval ¢,, |z between the lower reference point on the
leading edge of the control voltage and the upper reference point on the leading edge of the
envelope of the RF output voltage between point | and F, the RF signal delay ¢4 pg between
points D and F, and the control signal delay 74 ;) between the point H and | as follows:

Ton = Tonsr ~lapr Flam ©)
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Turn-off time 7,4 is derived from the interval 7, | between the upper reference point on the
trailing edge of the control voltage and the lower reference point on the trailing edge of the
envelope of the RF output voltage between the point | and F, the RF signal delay ¢4 pg
between the point D and F, and the control signal delay 74, between the point H and | as
follows:

loff = loffiF —IdDF +IdHI

(10)

Rise time t, ., is determined as the interval between the lower reference point and the upper
reference point of the envelope of the RF output voltage.

Fall time #,,4 is determined as the interval between the upper reference point and the lower

refere

ton,IF'

scopel

NOTE

5.6.4

The p
kept ¢

used @s the control supply. The values of 7y pr and 74 |y should be measured beforehang.

5.6.5

nce point of the envelope of the RF output voltage.
14.0F» td HI> loffIF» d,DF+ d,HI» frouty @Nd ffout) are the values indicated by|the o
Average pulse duration (z,,): see 6.3.15.2 of Amendment 3 to IEC 60747-1.

Circuit description and requirements

urpose of the isolator is to enable the power level to the device being measured
onstant, irrespective of impedance mismatched at its inputZ A pulse generator sho

Precautions to be observed

Harm
neglig

5.6.6

The fr
The b
The ¢
An ad

By va
of the

The ¢
applyi
pulse

nics or spurious responses from the signalygenerator should be reduced so as
ible.

Measurement procedure

equency of the signal generator.shall be set to the specified value.

as conditions shall be applied as specified.

bntrol voltage is supplied 'so as to become ON between points C and D.
equate input power shall be applied to the device being measured.

ying the input power, confirm that a change of output power in dBm is the same ¢
input power.

ontrol bias is supplied so as to become ON and OFF between points C and
hg the'specified amplitude and average pulse duration of the control voltage fro
gengerator.

scillo-

to be
ild be

to be

s that

D by
m the

t

on,IF

tO

n

a1 P N 4l +L
LLA®} LOff,'F alrcTImcasuTTtTUuU vy e USUITMMUSLUPT,

and f i are calculated from Equations (9) and (10).

fiouny @Nd o,y are measured by the oscilloscope.

5.6.7

Specified conditions

— Ambient or reference-point temperature

— Bias conditions

— Amplitude of the control voltage

— Average pulse duration of the control voltage

— Frequency.
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5.7  Adjacent channel power ratio (Pqnod) /Pagj)
5.71 Purpose

To measure the adjacent channel power ratio under the specified conditions.

5.7.2 Circuit diagram

Signal Variable
generator attenuator Isolator
Modulator 7 A
Gt < db 7 e
meter meter 1
Termination Termination
Attenuator
C E Spectrum
dB analyser
D
B Device being PO\:verz
meter
measured Termination
F
——=
Termination

® ©

D G
17
C

© ®
s )

71

NOTE Connect point B to the input port, point
of the devicé being measured.

IEC 1023/44

to one of the output ports, and point F to the other output port

NOTE 2 The control bias is supplied to become ON between points B and C.

Figure 6 — Circuit for the measurement of the adjacent channel power ratio

5.7.3 Principle of measurements

Under the condition that the modulated signal is supplied for the device being measured in
order to obtain the specified output power (P,), Pagj is the total output power in the specified
bandwidth at the specified frequency away from the carrier signal, and Po(mod) is the total
output power in the specified bandwidth at the carrier signal. Adjacent channel power ratio
Po(mod) Padj is the ratio of Py ,q) to the P,y The adjacent channels are in both upper side
band and lower side band of the carrier. The modulation signal is the carrier signal modulated
with standard test signal having same rate as specified code transmission rate.
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Po(mod) /Padj is given as the following equation in the circuit of Figure 6:

Po =Py Ly (11)
Pomod) = P2 * Lj (12)
Pagj=P3+ Ly (13)
Pomod) "Padj = Po(mod) = Padj = P2 — P3 (14)

P, s the value indicated by the power meter 1;
Py is the value of total power in the specified bandwidth at the carrier signal indicated by

b % ]
Mmoo opuTuirult aIIClIyDUI y

Py s the value of total output power in the specified channel bandwidth at the spelzcified
frequency that is equal to the channel spacing away from the carrier signal-indicafed by
the spectrum analyser;

Ly s the power at point C in dBm, less the power at point D in dBm;
Ly s the power at point C in dBm, less the power at point E in dBm.
Po, Pymod): Padj» P1, P2 and P3 are expressed in dBm;

Ly and L, are expressed in dB;

Po(mod) / Padj is expressed in dB.

5.7.4 Circuit description and requirement

The circuit losses Ly and L, should be measured bgforehand.

5.7.5 Precautions to be observed
The dutput signal and oscillation should_be checked by the spectrum analyser. Osciflation
shouldg be eliminated during these measSurements. Harmonics or spurious responses pf the

signall generator should be reduced soas to be negligible. An adequate attenuator shotld be
insertgd at the input of the spectrunianalyser when the output power is high.

5.7.6 Measurement procédure

The frequency of the signal generator shall be set to the specified value.
The blas conditions.shall be applied to the device being measured.
An adpquate_ input power shall be applied to the device being measured.

The fgllowing items of the modulator are set to the specified values according to the stgndard

Code ofs the test cignnl: modulation mnfhnr’l, cignal transemission rate and modi |ation

bandwidth.

The following items of the spectrum analyser are set to the specified values: carrier frequency,
sweep range, resolution bandwidth, video bandwidth, number of sampling and sweep time.

The value of P, is measured at the power meter 1.
Output power of the device being measured P is calculated from Equation (11).
By adjusting the variable attenuator, P, is set to the specified value.

The channel spacing and the channel bandwidth are set to the specified values.
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The values of P, and P; are measured at the spectrum analyser.
Po(mod): Padj are calculated from Equations (12) and (13).

Adjacent channel power ratio P64y / Paqj is calculated from Equation (14).

NOTE The display of the spectrum analyser is set to maximum hold mode. The detection mode of the spectrum
analyser is set to positive peak mode.

5.7.7 Specified conditions

— Ambtentorreference-pointtemperature
Bilas conditions
— Frequency (carrier frequency)
— Odtput power
— Standard code of the test signal:
¢ | channel spacing
e | channel bandwidth
¢ | modulation method
¢ | signal transmission rate
¢ | modulation bandwidth
— Spgectrum analyser:
e | sweep range
¢ | resolution bandwidth
* video bandwidth of a spectrum analyser
* sampling numbers of a spectrum-analyser

* sweep time of a spectrum analyser.
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5.8 n-th order harmonic distortion ratio (P, /P4)
5.8.1 Purpose

To measure the n-th order harmonic distortion ratio under specified conditions.

5.8.2 Circuit diagram

Signal Variable
attenuator inati
generator " Isolator F ; Attenuator
Gj 1 dB — B Dbe\_/lce C dB E | Spectrum
. > > | =\ A > analyser

A
> .
D
Power Power
meter 1 meter 2

Termination Frequency Termination Termination
meter A :/ A;

Bias Control
supply supply IEC 1024/04

NOTE Connect point B to the input port, point C to one of the output ports,(and point F to the other output port
of the device being measured.

NOTE 2 The control bias is supplied to become ON between points B and\C.
Figure 7 — Circuit diagram for the n-th order harmonic distortion ratio

5.8.3 Principle of measurements

The nrth order harmonic distortion ratio P /P4 is the ratio of the power of the n-th|order
harmgnic components to the power of the.fundamental frequency measured at the outpuit port
of the|device. The P, /P4 is derived fromi-the following equations:

Po1sty = PEtst) t L(1st) (1%)
Pontry = PE(nth) * L(nth) (16)
Py/Py =Pgnthy — Po(1st) (17)

where

Pg(1st is the walue indicated by the spectrum analyser (at point E) for the fundarmental
frequency;

PEnth is~-the value indicated by the spectrum analyser (at point E) for the n-th|order
harmonic components;

L(1St) — s thre poweratterruatiomn, inctuding Tircuittossfrommpoints€to &, for thefumdarnental

frequency;

Lnth) is the power attenuation, including circuit loss from points C to E, for the n-th order
harmonic components.

Po1sty Pomthy PE(1st) @Nd Pg(neny are expressed in dBm. L gy and Ly, are expressed in dB.

5.8.4 Circuit description and requirements

Circuit losses Lqgt) and L pe,) should be measured beforehand.
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5.8.5 Measurement procedure

The frequency of the signal generator shall be set to the specified value.

The bias conditions shall be applied to the device being measured.

The specified input power (P;) shall be supplied to the device being measured.

The values of Pg(qst) and Pg(pn) are measured by the spectrum analyser.

+6yand (17).

The n th UIdUI hallllull;h d;ctU|t;U|| |at;u Inn //1h1 ;D ua:uu:atcd fIUIII Equat;unc (
The nth order harmonic distortion ratio P, /P, is calculated from Equation (17).

5.8.6 Specified conditions

— Ambient or reference-point temperature
— Bias conditions
— Frequency (fundamental frequency)

— Input power.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -

Partie 16-4: Circuits intégrés hyperfréquences —
Commutateurs

AVANT-PROPOS

1) La |Commission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisation mondiale de normdlisation
conjposée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEN-'Ld CEIl a
poufr objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation d@ns les
donjaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités — publie des Normes
inteynationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécificatiohs accessibles au
pubjic (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiép a des
conjités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet-Araité peut participer. Les
orggnisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison ‘avec la CEl, participent
également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO),
seldqn des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les|décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donng{que les Comités nationaux de la CEIl
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les|Publications de la CEIl se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont ggréées
conjme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les effetts raisonnables sont entrepris afin qud la CEl
s'agsure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEl ne peut pas étre tenue resppnsable
de I[éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en.est faite par un quelconque utilisateur final.

4) Darls le but d'encourager l'uniformité internationale, les¢Gomités nationaux de la CEl s'engagent, dans joute la
megure possible, a appliquer de fagon transparente les Publications de la CEIl dans leurs publjcations
natipnales et régionales. Toutes divergences enire~toutes Publications de la CEIl et toutes publjcations
natipnales ou régionales correspondantes doivent étre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

5) La CEI elle-méme ne fournit aucune attestation“de conformité. Des organismes de certification indépg¢ndants
founissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, acceédent aux margues de
conformité de la CEIl. La CEIl n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de
cerffification indépendants.

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurér;qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publicatign.

7) Audune responsabilité ne doit_étre imputée a la CEl, a ses administrateurs, employés, auxiliajres ou
marndataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Qomités
natipnaux de la CEI, pouriout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de to{it autre
donpmage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris Ies frais
de justice) et les dépgnses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEJl ou de
toute autre Publicationde la CEl, ou au crédit qui lui est accordé.

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
réfgrencées est\obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’affention“est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvegnt faire
I'objet de droits de brevet. La CEIl ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEIl 60747-16-4 a été établie par le sous-comité 47E: Dispositifs
discrets a semiconducteurs, du comité d’études 47 de la CEIl: Dispositifs a semiconducteurs.

La présente version bilingue, publiée en 2011-07, correspond a la version anglaise.
Le texte anglais de cette norme est issu des documents 47E/256/FDIS et 47E/261/RVD.

Le rapport de vote 47E/261/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti a
I'approbation de cette norme.

La version francgaise de cette norme n’a pas été soumise au vote.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
stabilité indiquée sur le site web de la CEIl sous "http://webstore.iec.ch"” dans les données
relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite,

* supprimée,

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.



https://iecnorm.com/api/?name=85ef8ef329dc239688c443080972e13e

60747-16-4 © CEI:2004 -33 -

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -

Partie 16-4: Circuits intégrés hyperfréquences —
Commutateurs

1 Domaine d’application

La pr ;
et les|symboles littéraux, ainsi que les valeurs assignées et caractéristiques essentiellé
les commutateurs hyperfréquences a circuits intégrés.

Il exisfe de nombreuses combinaisons pour les ports RF des commutateurs(par exemy
commutateurs unipolaires unidirectionnels (SPST: Single Pole Single Throw
commjutateurs unipolaires bidirectionnels (SPDT: Single Pole Double Throw
commjutateurs unipolaires tridirectionnels (SP3T: Single Pole Triple Throw), les commut
bipolajires bidirectionnels (DPDT: Double Pole Double Throw), etc~kes commutateurs

plogie
5 pour

le les
, les
, les
hteurs
de la

présepte Norme sont basés sur les commutateurs unipolaires bidirectionnels (§PDT).

Toutefois, la présente Norme est applicable aux autres types de’commutateurs.

2 Rgférences normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du p
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s’applique. Pour les référ
non datées, la derniére édition du document.de‘référence s’applique (y compris les éve
amengements).

CEI 69617-12, Symboles graphiques peur schémas — Partie 12: Opérateurs logiques bi
CEI 60617-13, Symboles graphiqués pour schémas — Partie 13: Opérateurs analogiques
CEI 69747-1(1983), Dispasitifs a semiconducteurs — Dispositifs discrets et circuits inté
Partie| 1: Généralités

Amenflement 3 (1996)

CEI 60747-4, Dispositifs a semiconducteurs — Dispositifs discrets — Partie 4: Disp
hyperiréquences

CEIl 60748=2, Dispositifs a semiconducteurs — Circuits intégrés — Partie 2: Circuits in

ésent
ences
htuels

haires

hjrés —

ositifs

égrés

numétigues

CEI 60748-3, Dispositifs a semiconducteurs — Circuits intégrés — Partie 3: Circuits intégrés

analogiques

CEI 60748-4, Dispositifs a semiconducteurs — Circuits intégrés — Partie 4: Circuits intégrés

d'interface
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3 Termes et définitions

Pour |

es besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

Termes se rapportant aux caractéristiques électriques

3.1
perte
L

ins

d’insertion

rapport entre la puissance de sortie au niveau du port sous tension et la puissance d'entrée

dans la region lineaire de la courbe de transfert de puissance P, (dBm) = f(P;)

NOTE

NOTE }

3.2
isolern
Liso

rappo

Dans cette région, AP, (dBm) = AP; (dBm).

La perte d'insertion est généralement exprimée en décibels.

hent

't entre la puissance de sortie au niveau du port hors tensior’ et la puissance d'

dans lja région linéaire de la courbe de transfert de puissance P,dBm) = f(P;)

pntrée

ance

NOTE Dans cette région, AP, (dBm) = AP; (dBm).

NOTE 2 L'isolement est généralement exprimé en décibels.

3.3

affaibllissement de réflexion

Lret . . . - ra I . ra ra .
rappoft entre la puissance incidente Pj,. au niveau du port spécifié et la puissance relecme
Pres all niveau du méme port dans la régjon linéaire de la courbe de transfert de pui

Pref (dBm) = f(Pinc)

NOTE Dans cette région, AP (ABm)-=-AP;,. (dBm).

NOTE 2 L'affaiblissement de réflexioh est généralement exprimé en décibels.

3.4

puisspnce d’entrée pour 1 dB de compression

Pi(1 ag) , N :
puissance d'entréeilorsque la perte d'insertion augmente de 1 dB par rapport a la

d'inse

3.5

Ftion dans.la région linéaire

puisspnce de sortie pour 1 dB de compression

perte

Po(1dB)
pufssance de sortie lorsque la perte d'insertion augmente de 1 dB par rapport a la perte

d'inse

3.6

rtion dans la région linéaire

temps d’établissement

ton

intervalle entre le point de référence inférieur sur le front avant de la tension de commande et
le point de référence supérieur sur le front avant de I'enveloppe de la tension de sortie dans

la régi

NOTE

on linéaire de la courbe de transfert de puissance P (dBm) = f(Pj)

Dans cette région, AP, (dBm) = AP; (dBm).
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3.7

temps de coupure

Loff

intervalle entre le point de référence supérieur sur le front arriere de la tension de commande
et le point de référence inférieur sur le front arriere de I'enveloppe de la tension de sortie

dans |

NOTE

3.8

a région linéaire de la courbe de transfert de puissance P, (dBm) = f(P;)

Dans cette région, AP, (dBm) = AP; (dBm).

temps de montée

r(out

intervalle entre le point de référence inférieur sur le front avant de la tension de sorti¢ et le

point

He référence supérieur sur le front avant de I'enveloppe de la tension de sortieyd

régior] linéaire de la courbe de transfert de puissance P (dBm) = f(P})

NOTE

3.9

Dans cette région, AP, (dBm) = AP; (dBm).

temps de descente

fi(out)
interv

point

hlle entre le point de référence supérieur sur le front arriéné de la tension de sorti
He référence inférieur sur le front arriére de l'enveloppetde la tension de sortie d

régior] linéaire de la courbe de transfert de puissance P (dBm) =(P})

NOTE

3.10

Dans cette région, AP, (dBm) = AP; (dBm).

rappart de puissance pour le canal adjacent

Po(mo
rappo

/P4
i)’ adj . ) . . )
't entre la puissance totale dans la bande de fréquences du signal a la fréq

porteyse spécifiée et la puissance de softie totale dans la bande de fréquences sp

éloignge de la fréquence porteuse, a_(a“puissance de sortie spécifiée lorsque le sig
modulation est appliqué

3.1

taux de distorsion harmonique d'ordre n

Ppin/Hi

Voir 3114 de la CEI 60747-16-1(2001).

4 V

aleurs assignées et caractéristiques essentielles

Le présent-Article donne les valeurs assignées et caractéristiques requises pour spécifi

comm

4.1
411

utdieurs hyperfréquences a circuits intégrés.

ans la

b et le
ans la

Lence
cifiée
al de

pr des

Identification et types de circuits

Désignation et types

Il convient d'indiquer l'identification du type (nom du dispositif), la catégorie de circuit et la
technologie utilisée. Les commutateurs hyperfréquences comptent une catégorie.

4.1.2

Description générale de la fonction

Il convient de donner une description générale de la fonction réalisée par les commutateurs
hyperfréquences a circuits intégrés et les caractéristiques pour I'application.
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4.1.3 Technologie de fabrication

Il convient d'indiquer la technologie de fabrication utilisée, par exemple circuit intégré
monolithique a semiconducteur, circuit intégré en couches minces, micro-assemblage, etc. Il
convient que cette indication inclue les détails des technologies des semiconducteurs telles
que les diodes a barriére de Schottky, les diodes PIN, les transistors a effet de champ métal-
semiconducteur (MESFET), les transistors bipolaires au silicium, etc.

Il convient de se référer a la CEIl 60747-4 pour la terminologie et les symboles littéraux, les
valeurs assignées et caractéristiques essentielles et les méthodes de mesure de tels
dispositifs hyperfréquences.

4.1.4 Identification du boitier
Il conyient de donner les indications suivantes:

a) lafforme de la puce ou du bottier;

b) le|numéro de référence national et/ou CEl du dessin d’encombrément, ou desgin du
bofitier non normalisé, y compris la numérotation des bornes;

c) le|matériau principal du boitier, par exemple métal, céramique, plastique.
4.1.5 Application principale

Il conyient d'indiquer I'application principale. Si le dispasitif a des applications restreintes, il
convignt d'indiquer ces applications ici.

4.2 |Description d'application

Il conyient de donner des informations sur {application du circuit intégré et sa relation] avec
les digpositifs associés.

4.2.1 Conformité avec les données du systéme et/ou de I’interface

Il conyient d'indiquer si le circuitdintégré est conforme a une norme ou a une recommanfation
relative a un systéme d'application et/ou une interface.

Il conyient également dé-donner des informations détaillées sur les systémes d'appligation,
les équipements et les'circuits tels que les systémes VSAT, les récepteurs DBS, les systémes
d'attefrissage hyperfréquences, etc.

4.2.2 Schéma de principe général

Si négessaire, il convient de donner un schéma fonctionnel des systémes appliqués.

4.2.3 Données de références

Il convient de donner les propriétés les plus importantes qui permettent de comparer des
types dérivés.

4.2.4 Compatibilité électrique

Il convient d'indiquer si le circuit intégré est compatible électriquement avec d'autres circuits
intégrés particuliers ou avec des familles de circuits intégrés ou si des interfaces spéciales
sont nécessaires.

Il convient de donner des détails sur le type des circuits d'entrée et de sortie, par exemple
des impédances d'entrée/sortie, un bloc a courant continu, un drain ouvert, etc. Il convient
également d'indiquer l'interchangeabilité avec d'autres dispositifs, le cas échéant.
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4.2.5 Dispositifs associés

Le cas échéant, il convient d'indiquer les éléments suivants:

4.3

Spécification de la fonction

4.3.1 Schéma fonctionnel détaillé — Blocs fonctionnels

les dispositifs nécessaires pour un fonctionnement correct (liste avec numéro de type,
nom et fonction);

les dispositifs périphériques avec interfacage direct (liste avec numéro de type, nom et
fonction).

Il conyient de donner un schéma fonctionnel détaillé ou des informations équivalentes
circuif des commutateurs hyperfréquences a circuits intégrés. Il convient que\\ée s¢
fonctigpnnel comporte les éléments suivants:

Q O T O

)
)
)
)
)

- O

)

des blocs fonctionnels;

des interconnexions mutuelles entre les blocs fonctionnels;

des unités fonctionnelles au sein des blocs fonctionnels;

des interconnexions mutuelles entre les blocs fonctionnels individuels;

Id fonction de chaque connexion externe;

c

ne interdépendance entre les blocs fonctionnels distincts.

Il conyient que le schéma fonctionnel identifie la fonction de chaque connexion externe
n'y al pas d'ambiguité, présente les symboles “et/ou les numéros des borng
I'encapsulation comporte des parties métalliques;.ilrconvient d'indiquer toute connexion
partiep métalliques depuis des bornes exterpes. Si nécessaire, il convient d'indiqu
connexions a n'importe quel élément électrique'externe associé.

sur le
héma

et, s'il
s. Si
a ces
Bbr les

A titr¢ d'information supplémentaire, \l&* schéma de circuit électrique complet peut étre

reproduit, mais pas nécessairementyavec les indications des valeurs des composants du

circuif. Le symbole graphique de la-fonction doit étre indiqué. Les régles qui régissent ces

schénjas sont spécifiées dans la(CEI 60617-12 ou la CEIl 60617-13.

4.3.2 Identification eti«fonction des bornes

Il conjient d'identifier toutes les bornes sur le schéma de principe (bornes d'alimeniation,

bornep d'entrée outdesortie, bornes d'entrée/sortie).

Il conyient d'indiquer les fonctions des bornes 1) a 4) sous forme de tableau comme suit
Fonction de la borne

Nunérode | Symbolede [ 1) Désignation de la 4\ x
borne la borne borne <) FOnction 13) |dentification q’cli:::itses

entrée/sortie

d'entrée/sortie

1) Désignation des bornes

Fonction
Il convient de donner une bréve indication de la fonction des bornes:

— chaque fonction des bornes multi-réle, c'est-a-dire les bornes ayant plu

fonctions;

Il convient de donner la désignation d'une borne pour indiquer la fonction de la borne. Il
convient de distinguer les bornes d'alimentation, les bornes de terre, les bornes non
connectées (I'abréviation est NC), les bornes non utilisées (I'abréviation est NU).

sieurs
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chaque fonction de circuit intégré sélectionnée par des connexions de broches
mutuelles, la programmation et/ou I'application de données de sélection de fonction

sur la broche de sélection de fonction telle qu'une broche de sélection de mode.

3) Identification d'entrée/sortie

Il convient de distinguer les bornes d'entrée, de sortie, d'entrée/sortie, ainsi que les
circuits multiplexes de la borne d'entrée/sortie.

4) Type des circuits d'entrée/sortie

Il convient de distinguer le type de circuit d'entrée et de sortie, par exemple avec
impédances d'entrée/sortie, avec ou sans bloc courant continu, etc.

5) Type de terre

Il gonvient d'indiquer si la plaque de base du boitier est utilisée comme une terre;
Exemple:

4.3.3
Il con

- la
- la
- le

- la

4.3.4

Dans

doivent étre indiquees (voir la CEl 60748-2, la CEIl 60748-3 et la CEl 60748-4).

Si de
existe

Tension(s) d'alimentation Tension(s) d'alimentation
de polarisation de commande

Entrée(s) — Commutateura [— NC
circuits intégrés
hyperfréquences .
NU — —— Sortie(s)

Terre

Description de la fonction

fonction de base;

relation aux bornes externes;

gestion des interruptions:

Caractéristiques associées a la famille de dispositifs

cette partiestoutes les descriptions de fonctions spécifiques a une famille de disp)

5 caractéristiques et valeurs assignées, ainsi que des caractéristiques de fo
ht pour la famille, il convient d'utiliser la partie correspondante de la CEIl 6074

exem

mode de fonctionnement (par exemple, méthode, préférence d'établissement, etc.};

ient de spécifier la fonction réalisée par le circuit, y compris les informations suivgntes:

ositifs

hction
B (par

NOTE Pour chaque nouvelle famille de dispositifs, il convient d'ajouter des éléments spécifiques a la partie
correspondante de la CEl 60748.

4.4

Valeurs limites (systéme de valeurs assignées maximales absolues)

Il convient que le tableau de ces valeurs contienne les éléments suivants:

— Toute interdépendance des conditions limites doit étre spécifiée.

— Si des éléments connectés et/ou attachés de maniere externe, par exemple des
dissipateurs thermiques, ont une influence sur les valeurs assignées, les valeurs
assignées doivent étre prescrites pour le circuit intégré avec les éléments connectés et/ou
attachés.
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Si des valeurs limites sont dépassées pour une surcharge transitoire, les dépassements
admissibles et leurs durées doivent étre spécifiés.

Il convient d'indiquer si les valeurs minimales et maximales different lors de la
programmation du dispositif.

Toutes les tensions sont référencées par rapport & une borne de référence spécifiée (Vg,
terre, etc.).

Pour satisfaire aux Articles suivants, si des valeurs maximales et/ou minimales sont
citées, le fabricant doit indiquer s'il fait référence a I'amplitude absolue ou a la valeur
algébrique de la quantité.

Les valeurs assignées données doivent couvrir le fonctionnement du circuit intégré

m g [9) e temperatures de fonctionnement. Lorsgue de
telles valeurs assignées dépendent de la température, il convient d'indiquer| cette
déjpendance
441 Valeurs limites électriques
Il conyient de spécifier les valeurs limites comme suit:
Paragraphe Paramétres Min. Max.
4.41.1 Tension(s) d'alimentation de polarisation (s’il y a lieu) +
4.41.2 Courant(s) d'alimentation de polarisation (s’il y a lieu) +
4.4.1.3 Tension(s) d'alimentation de commande (s’il y/a lieu) +
4414 Courant(s) d'alimentation de commande (s’iky/a lieu) +
4415 Tension(s) de borne (s’il y a lieu) + +
4.4.1.6 Courant(s) de borne (s’il y a lieu) +
4.41.7 Puissance d’entrée +
4.4.1.8 Dissipation de puissance +

4.4.1.50u4.4.1.6.

NOTE |l est nécessaire de sélectionner soit 4.4.1.1 ou 4.4.1.2, soit 4.4.1.3 ou 4.4.1.4, soit

La spgcification particuliére.peat indiquer les valeurs du tableau incluant les notes 1 et 4.

Parameétres (Note 1, Note 2)

Symboles

Min.

Max.

Unité

NOTE 1

NOTE 2

— vale
der

Pourdtasgamme de tensions d'alimentation:

pférence électrique spécifique:

S'il y a liew;~eonformément au type de circuit considéré.

ir(s) limite(s) de la ou des tension(s) continue(s) & la ou aux borne(s) d'alimentation, par rapport & yin point

— le cas échéant, valeur limite entre les bornes d'alimentation spécifiées;

— lorsque plusieurs tensions d'alimentation sont requises, il convient d'indiquer si la séquence d'application de ces

tensions d'alimentation est notable: si tel est le cas, il convient d'indiquer I'ordre;

— lorsque plusieurs alimentations sont requises, il peut s'avérer nécessaire d'indiquer les combinaisons de valeurs
limites pour ces courants et tensions d'alimentation.

4.4.2

O T o

)
)
)
)

o

Températures

Température de service
Température ambiante ou du boftier
Température de stockage
Température du canal
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Température des fils (pour le brasage)

La spécification particuliére peut indiquer les valeurs du tableau incluant la note.

1:2004

Paramétres (Note) Symboles Min. Max. Unité

NOTE

S'il y a lieu, conformément au type de circuit considéré.

4.5

Elles

Conditions de fonctionnement (dans la gamme des températures de

: scifive)

ne doivent pas étre contrélées, mais peuvent cependant étre utilisées aux fi

I'évalyation de la qualité.

4.51
4.5.2

Si de
procé

4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.5.6
4.5.7
4.6

Les

Alimentations — Valeurs positives et/ou négatives
Séquences d'initialisation (s’il y a lieu)

5 séquences d'initialisation spéciales sont nécessaires, il ‘convient de spécifig
jure d'initialisation et de séquengage des alimentations.

Tension(s) d'entrée (s’il y a lieu)

Courant(s) de sortie (le cas échéant)

Tension et/ou courant a/aux autre(s) borne(s)
Eléments externes (le cas échéant)

Gamme de températures de fonctionnement

Caractéristiques électriques

hs de

r une

caractéristiques doivent. slappliquer sur toute la gamme des températurgs de

fonctipnnement, sauf spécification contraire. Il convient d'indiquer chaque caractéristique de

4.6.1

bt 4.6.2 soit:

I toute la gamme(de températures de fonctionnement spécifiée, soit

une température de 25 °C et a des températures de fonctionnement maxima
himales.

les et
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Il convient de spécifier les paramétres correspondant au type comme suit:

Paragraphe Paramétres Min. | Typique® Max.
4.6.1 Courant de fonctionnement d'alimentation de polarisation + +
4.6.2 Courant de fonctionnement d'alimentation de commande + +
4.6.3 Perte d’insertion + +
4.6.4 Isolement (s’il y a lieu) + +
4.6.5 Affaiblissement de réflexion + +
4.6.6° Puissance d’entrée au point de compression a 1 dB (s'il y a lieu) + +
4.6.7 Puissance de sortie au point de compression a 1 dB (s'il y a lieu) + +
4.6.8 Temps d’établissement + +
4.6.9 Temps de coupure + +
4.6.10 Temps de montée (s'il y a lieu) + +
4.6.11 Temps de descente (s’il y a lieu) + +
4.6.12 Rapport de puissance pour le canal adjacent (s'il y a lieu) + +
4.6.13 Taux de distorsion harmonique d'ordre n (s'il y a lieu) + +
?  Fadultatif.
® |l et nécessaire de sélectionner soit 4.6.6, soit 4.6.7.
La spg¢cification détaillée peut mentionner les valeurs'du/tableau.
Caractéristiques Symboles |Conditions Min. Typique® Max. Unités
?  Facyltatif.
4.7 [|Valeurs assignées, caractéristiques et données mécaniques et
environnementales
Il convient d'indiquer toutes les valeurs assignées mécaniques et environnemeptales
spécifjques applicables_(vair aussi la CEl 60747-1, Chapitre VI, Article 7).
4.8 |Informations supplémentaires

S'il y & lieu, il cenvient de donner les informations suivantes:

4.8.1

Circuit d'entrée et de sortie équivalent

Il convient de donner des informations détaillees sur le type des circuits d'entree et de sortie,
par exemple des impédances d'entrée/sortie, un bloc a courant continu, un drain ouvert, etc.

4.8.2

Protection interne

Une déclaration doit indiquer si le circuit intégré comporte une protection interne contre les

tensio

4.8.3

ns statiques ou les champs électriques élevés.

Condensateurs aux bornes

Si des condensateurs sont requis pour le bloc a courant continu d'entrée/sortie, il convient
d'indiquer les capacités.
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4.8.4 Résistance thermique
4.8.5 Interconnexions avec d'autres types de circuit

S'il y a lieu, il convient de donner les détails des interconnexions avec d'autres circuits.

4.8.6 Effets de composants connectés de maniére externe

On peut donner les courbes et les données indiquant I'effet de composants connectés de
maniére externe qui influencent les caractéristiques.

4.8.7 R Jati lides 4 d i itif ‘iz

Par ekemple, il convient d'indiquer le découplage entre une alimentation et un dispasitif a
haute|fréquence.

4.8.8 Précautions de manipulation

S'il y p lieu, il convient d'indiquer les précautions de manipulation spégifiques au circuit (voir
également la CEI 60747-1, Chapitre IX: dispositifs sensibles aux charges électrostatiqugs).

4.8.9 Données d’applications
4.8.10 Autres informations d'application

4.8.11 Date d'édition de la fiche technique
5 Meéthodes de mesure

5.1 Généralités

Le prgsent Article prescrit des méthodes“de mesure pour les caractéristiques électriqugs des
commjutateurs hyperfréquences a~ Circuits intégrés utilisés dans les bandes| des
hyperfréquences.

5.1.1 Précautions générales

Les précautions générales rapportées dans I'Article 2 de la CEIl 60747-1, Chapitre VII,
Sectign 1, sont applicables. De plus, il convient de veiller a utiliser des alimentgtions
continues stabilisées;“et a découpler en conséquence toutes les tensions d’alimentation de
polarisation a la~fréquence de mesure. Bien que le niveau du signal d'entrée et/ou de|sortie
puissg étre spécifié en puissance ou en tension, dans la présente Norme, sauf spécification
contrgire, il.estexprimé en puissance.

5.1.2 Impédances caractéristiques

Les impédances d'entrée et de sortie du systéme de mesure, indiquées dans le circuit de la
présente norme, sont de 50 Q. Si elles ne font pas 50 Q, il convient de les spécifier.

5.1.3 Précautions de manipulation
Dans le cas des dispositifs sensibles aux charges électrostatiques, les précautions de

manipulation spécifiées dans [|'Article 1 de la CEI 60747-1, Chapitre IX, doivent étre
observées.

5.1.4 Types

Les dispositifs de la présente Norme sont a la fois du type boitier et du type puce, ils sont
mesurés a I'aide de dispositifs d'essai appropriés.
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5.2 Perte d’insertion (L;,¢)
5.21 But

Mesurer la perte d'insertion dans les conditions spécifiées.

5.2.2 Schéma de circuit

Générateur Atténuateur Dispositif

e biynau)\ 1SoEAteur Va;able mesiure G
Gt > y e A c ° [p Analyseur
27 e X dB dB [ de spectre
B E Atténuateur
Sortie Sortie
Fréquence- Watt- Sortie Watt-
métre metre 1 métre 2
A A
Alimentation de Alimentation de
polarisation commande
IEC  1018/04

NOTE Connecter le point C au port d'entrée, le point D¢a un des ports de sortie et le point G a l'autre

sortie du dispositif mesuré.

NOTE 2 La polarisation de commande est délivrée pour devenir active entre les points C et D.

Figure 1 — Schéma du circuit de mesure de la perte d'insertion L; ¢

5.2.3 Principe de mesure

port de

La pefte d'Insertion L;,s est dénivée de la puissance d'entrée P; en dBm et de la puissarjce de
sortie|P, en dBm du dispaositif mesuré comme suit:

L., =R~ F, (1)
Dans [le schéma* du circuit représenté a la Figure 1, P; et P, sont dérivées des équptions
suivarntes:

1Di = ADl Ll (2)

P =P+L, (3)
ou

P, est la valeur indiquée par le wattmétre 1;

P, est la valeur indiquée par le wattmétre 2;

L4 est la puissance au point B en dBm, moins la puissance au point C en dBm;
L, est la puissance au point D en dBm, moins la puissance au point E en dBm.
P;, Py, P4 et P, sont exprimées en dBm. L;,q, L4 et L, sont exprimées en dB.
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5.2.4 Description et exigences du circuit

L'isolateur est destiné a permettre le maintien d'un niveau de puissance constant pour le
dispositif mesuré, quels que soient les écarts d'impédance a l'entrée du dispositif. Il convient
de mesurer au préalable la valeur de L, et L.

5.2.5 Précautions a prendre

Il convient que les réponses parasites ou harmoniques du générateur de signaux soient
réduites de sorte a étre négligeables. La perte d'Insertion L, doit étre mesurée sans
I'influence aux ports d'entrée et de sortie.

5.2.6 Procédure de mesure

La frépguence du générateur de signaux doit étre réglée a la valeur spécifiée.
Les conditions de polarisation doivent étre comme spécifiées.
Une puissance d’entrée appropriée doit étre appliquée au dispositif mesuré.

En faisant varier la puissance d’entrée, confirmer qu'une variation de la puissance de|sortie
en dBm est identique a celle de la puissance d’entrée.

La valeur P, est mesurée par le wattmeétre 1.
La valeur P, est mesurée par le wattmeétre 2.
La pefte d'insertion est calculée a I'aide des.Equations (3) et (1).

5.2.7 Conditions spécifiées

— Température ambiante ou température du point de référence
— Cqnditions de polarisation

— Freéquence

5.3 |[lsolement (L)

5.3.1 But

Mesufer l'isolement entre les ports d'entrée et de sortie dans les conditions spécifiées.
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5.3.2 Schéma de circuit
. Atténuateur  Dispositif -
Générateur . i _Sortle
de signaux_ Isolateur va;able mesuré G
Gy — ) A C o/d— D Analyseur
L AR dB oJ dB [ de spectre
Atténuateur
B E
Sortie
Sortie
Fréquence- Watt- Sortie  yatt-
métre métre 1 métre 2
- ()
A <~
A) (A
Alimentation de Alimentation de
polarisation commande
IEC_\1019/04
NOTE Connecter le point C au port d'entrée, le point D & un des ports de sortie et le point G a I'autre |port de
sortie du dispositif mesuré.
NOTE 2 La polarisation de commande est délivrée pour devenir active entre-les points C et G.
Figure 2 — Schéma du circuit de mesure de I'isolement L;.,
La depcription suivante s'applique a la mesure de\l'isolement entre les points C et D a la
Figurg 2. Il est également possible de mesurer de-la méme facgon l'isolement entre les points
DetQ.
5.3.3 Principe de mesure
L'isolgment L;, est dérivé de la puissance d'entrée P, en dBm et de la puissance de softie P,
en dBm du dispositif mesuré comme “suit:
Liso=Pi_Po (4)
Dans [le schéma du circuit représenté a la Figure 2, P; et P, sont dérivées des équptions
suivantes:
PO = P2 + L2 (6)
ou

P, estla valeur indiquée par le wattmetre 1;

P, est la valeur indiquée par le wattmetre 2;

L4 est la puissance au point B en dBm, moins la puissance au point C en dBm;

L, est la puissance au point D en dBm, moins la puissance au point E en dBm.

P, P,

5.34

P, et P, sont exprimées en dBm. L;s,, L1 et L, sont exprimées en dB.

Description et exigences du circuit

Voir la description du circuit et les exigences spécifiées en 5.2.4.
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5.3.5 Précautions a prendre

Il convient que ces réponses fictives et harmoniques soient réduites de maniére a devenir

négligeables. L'isolement ;s doit étre mesuré sans l'influence aux ports d'entrée et de sortie.

5.3.6 Procédure de mesure

La fréquence du générateur de signaux doit étre réglée a la valeur spécifiée.

Les conditions de polarisation doivent étre appliquées au dispositif mesuré.

Une pOisSsance d EMTEe appropriee doit etre appiiquee au aispositif mesure.

En faipant varier la puissance d’entrée, confirmer que la variation de la puissance-de softie en
dBm gst identique a celle de la puissance d’entrée.

La valeur P, est mesurée par le wattmeétre 1.
La valeur P, est mesurée par le wattmetre 2.
L'isolgment calculé a I'aide des Equations (6) et (4).

5.3.7 Conditions spécifiées

— Tegmpérature ambiante ou température du point de/référence
— Cqnditions de polarisation
— Freéquence

5.4 |Affaiblissement de réflexion (L&)
5.4.1| But

Mesuter |'affaiblissement de réflexion dans les conditions spécifiées.
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5.4.2 Schéma de circuit

Générat Atténuateur
dengra eur Isolat variable
e signaux |solateur 7 :
G | [— £ A C| Dispositif
B D
Sortie Sortie Sortie
Eréquence- Watt- Watt-
métre meétre 1 métre 2

>
>

Alimentation de Alimentation(de
polarisation commande

IEC  1020/04

NOTE Connecter le point C au port a mesurer et connecter les autre ports al dispositif mesuré a une sofie.

NOTE 2 La polarisation de commande est délivrée pour devenir active oy inactive pour le port a mesurer.

Figure 3 — Circuit de mesure de I'affaiblissement de réflexion

5.4.3 Principe de mesure

L'affaijplissement de réflexion L ., (dB) est dérivé de I'équation suivante:

ret

Ligp=|Pq - Pyl (7)

et

Dans [le schéma du circuit présenté~a' la Figure 3, la puissance d'entrée est dérivee de
I'équation suivante:

P=P,-L4 (8)

P, est la valeur indiqueégrpar le wattmétre 2 lorsque le point C est soit court-circuité jou en
cincuit ouvert;

P, es} la valeur indiquée par le wattmétre 2 lorsque le dispositif mesuré est inséré;
est la puissafnce d'entrée au point C;
est la yaleur indiquée par le wattmétre 1;

L, esfla/puissance au point B, moins la puissance au point C.

P4, Py, P; et P, sont exprimées en dBm, L, et L, sont exprimées en dB.

5.4.4 Description et exigences du circuit
L’isolateur a pour objet de permettre de maintenir constant le niveau de puissance sur le

dispositif mesuré quelle que soit la désadaptation d'impédance a I'entrée. Il convient de
mesurer au préalable la valeur de L.

5.4.5 Précautions a prendre

Voir les précautions a respecter spécifiées en 5.2.5.

5.4.6 Procédure de mesure

Le point C est soit en court-circuit, soit en circuit ouvert.


https://iecnorm.com/api/?name=85ef8ef329dc239688c443080972e13e

	English

	CONTENTS
	FOREWORD
	1 Scope
	2 Normative references
	3 Terms and definitions
	4 Essential ratings and characteristics
	4.1 Circuit identification and types
	4.2 Application description
	4.3 Specification of the function
	4.4 Limiting values (absolute maximum rating system)
	4.5 Operating conditions (within the specified operating temperature range)
	4.6 Electrical characteristics
	4.7 Mechanical and environmental ratings, characteristics and data
	4.8 Additional information

	5 Measuring methods
	5.1 General
	5.2 Insertion loss (Lins)
	5.3 Isolation (Liso)
	5.4 Return loss (Lret)
	5.5 Input power at 1 dB compression (Pi(1dB)) and output power at 1 dB compression (Po(1dB))
	5.6 Turn-on time (ton), turn-off time (toff), rise time (tr(out)), and fall time (tf(out))
	5.7 Adjacent channel power ratio (Po(mod) /Padj)
	5.8 n-th order harmonic distortion ratio (Pnth /P1)

	Bibliography
	Figures

	Figure 1 – Circuit diagram for the measurement of the insertion loss Lins
	Figure 2 – Circuit diagram for the measurement of the isolation Liso
	Figure 3 – Circuit for the measurements of the return loss
	Figure 4 – Circuit for the measurements of switching times
	Figure 5 – Input and output waveforms
	Figure 6 – Circuit for the measurement of the adjacent channel power ratio
	Figure 7 – Circuit diagram for the n-th order harmonic distortion ratio


	Français

	SOMMAIRE
	AVANT-PROPOS
	1 Domaine d’application 
	2 Références normatives
	3 Termes et définitions
	4 Valeurs assignées et caractéristiques essentielles
	4.1 Identification et types de circuits
	4.2 Description d'application
	4.3 Spécification de la fonction
	4.4 Valeurs limites (système de valeurs assignées maximales absolues)
	4.5 Conditions de fonctionnement (dans la gamme des températures de fonctionnement spécifiée)
	4.6 Caractéristiques électriques
	4.7 Valeurs assignées, caractéristiques et données mécaniques et environnementales
	4.8 Informations supplémentaires

	5 Méthodes de mesure
	5.1 Généralités
	5.2 Perte d’insertion (Lins)
	5.3 Isolement (Liso)
	5.4 Affaiblissement de réflexion (Lret)
	5.5 Puissance d’entrée pour 1 dB de compression (Pi(1dB)) et puissance de sortie pour 1 dB de compression (Po(1dB))
	5.6 Temps d'établissement (ton), temps de coupure (toff), temps de montée (tr(out)) et temps de descente (tf(out))
	5.7 Rapport de puissance pour le canal adjacent (Po(mod) /Padj)
	5.8 Taux de distorsion harmonique d'ordre n (Pnth /P1)

	Bibliographie
	Figures 
	Figure 1 – Schéma du circuit de mesure de la perte d'insertion Lins
	Figure 2 – Schéma du circuit de mesure de l'isolement Liso
	Figure 3 – Circuit de mesure de l'affaiblissement de réflexion
	Figure 4 – Circuit de mesure des temps de commutation
	Figure 5 – Formes d'onde d’entrée et de sortie
	Figure 6 – Circuit pour la mesure du rapport de puissance pour le canal adjacent
	Figure 7 – Schéma du circuit pour le taux de distorsion harmonique d'ordre n





